
차동구조로형성되는증폭기의전력변환효율및출력전력을향상시킬수있는차동증폭기를위한

고주파변압기에관한것임

기존 기술의 문제점

1

기술 내용 및 차별성

기술내용 기술의우수성 / 혁신성

기/술/개/요

CMOS 공정상에서의 변압기 형성의 경우, 얇은 금속 선로의 두께 문제로 저항성 손실이 높고,

손실성 기판 문제로 맴돌이 전류에 의한 전력 누수가 발생하는 문제점이 있음

• 증폭기의 전력 변환 효율 및 출력 전력 향상

- 차동 구조의 증폭기를 위한 변압기를 형성함에 있

어 변압기의 1차측 선로는 CMOS 공정을 통한 회

로 칩 내에 증폭단과 함께 집적시켜 형성하고 2차

측 선로는 MEMS 또는 IPD 공정을 통한 회로 칩

내에 형성함에 따라 전체 증폭기 크기의 과도한 증

가 없이도 증폭기의 전력 변환 효율 및 출력 전력

향상이 가능함

기술 내용 차별성

증폭기의 전력 변환 효율 및 출력 전력을 향상시킬 수 있는 차동 증폭기를 위한

고주파 변압기에 관한 기술

2

• 증폭기의 전력 변환 효율 및 출력 전력을 향상

시킬 수 있는 차동 증폭기를 위한 고주파 변압

기에 관한 것임

IPD를 이용하여 변압기를 형성의 경우, 본딩 와이어의 비대칭과 저항에 의한 전력 손실 및 전

체적인 회로의 크기가 증가하는 문제점이 있음

3 MEMS 공정을 이용하여 변압기를 형성하게 될 경우, 자기적 결합이 약해지고 전력 변환 효율

이 저하되는 문제점이 있음
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